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© Die Erfindung betrifft eine ringformige Aufnahme fur 
einen rotierenden Trager zur Aufnahme eines scheiben- 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine ringformige Aufnahme, insbe- 
sondere fur einen rotierenden Trager zur Aufnahme eines 
scheibenformigen Gegenstandes wie eines Halbleiters. So- 5 
weit im folgenden von Halbleitern oder Wafern gesprochen 
wird, umfaBt dieser Begriff alle Arten scheibenformiger Ge- 
genstande wie CD's oder Magnetscheiben. 

Eine solche ringformige Aufnahme ist aus der 
EP 0 444 7 14 B 1 bekannt. Zum Bearbeiten von scheibenfor- 10 
migen Halbleitern, beispielsweise zum Atzen von Silicium- 
scheiben (Wafern) mit gegebenenfalls verschiedenen Sauren 
ist es bekannt, die Halbleiter auf einem rotierenden Trager 
(sogenannter Chuck) anzuordnen. Auf die zu behandelnde 
Oberflache des Halbleiters wird eine Behandlungsfliissig- 15 
keit, beispielsweise eine Atzfliissigkeit, aufgetragen, die 
Atzfliissigkeit verteilt sich aufgrund der Rotationsbewegung 
des Halbleiters iiber des sen Oberflache und wird seitlich 
iiber die Kante des Halbleiters weggeschleudert. 

Zum Auffangen dieser Behandlungsfliissigkeit wird in 20 
der EP 0 444 714 Bl vorgeschlagen, in der ringformigen 
Aufnahme (Topf) wenigstens zwei zu dessen Innenraum hin 
offene Ringkanale zum Ansammeln der Behandlungsfliis- 
sigkeit vorzusehen. Mit anderen Worten: Die Ringkanale 
dienen dazu, abgeschleuderte ProzeBfliissigkeit aufzufan- 25 
gen. Entsprechend sind die Ringkanale in radialer Verlange- 
rung des zu behandelnden Halbleiters in der Aufnahme an- 
geordnet. 

Auf diese Weise wird es nicht nur ermoglicht, die ProzeB- 
fliissigkeit gezielt aus dem System wegzufiihren; vielmehr 30 
wird gleichzeitig die Moglichkeit geschaffen, die ProzeB- 
fliissigkeit, gegebenenfalls nach einer Wiederaufarbeitungs- 
stufe, erneut einzusetzen. 

Uber die Ringkanale wird im Stand der Technik gleich- 
zeitig ProzeBluft abgesaugt. Fliissigkeit und Luft (Gas) wer- 35 
den im Stand der Technik anschlieBend durch Schwerkraft 
und/oder Kondensation wieder getrennt. Bei diesem Verfah- 
ren laBt sich jedoch ein gewisser Fliissigkeitsverlust nicht 
vermeiden. Dies gilt insbesondere dann, wenn ProzeBfliis- 
sigkeiten hoherer Temperatur (beispielsweise 40 bis 80°C) 40 
eingesetzt werden. 

Aus der US 5,705,223 A ist eine Vorrichtung bekannt, mit 
der Halbleiteroberflachen einseitig beschichtet werden. Um 
zu vermeiden, daB das Beschichtungsmaterial auch auf die 
Unterseite des Halbleiters gelangt wird eine Einrichtung 45 
vorgeschlagen, die seitlich abgeschleudertes, iiberschiissi- 
ges Beschichtungsmaterial auffangt und gleichzeitig eine 
gewisse "Abdichtung" im Randbereich des Halbleiters ge- 
geniiber dessen Unterseite vorsieht. 

Abgesehen davon, daB die bekannte Vorrichtung aus- 50 
schlieBlich der Beschichtung von Halbleitern dient ergeben 
sich hinsichtlich der radialen Absaugung ahnliche prozeB- 
technische Verhaltnisse wie beim Stand der Technik gemaB 
EP 0 444 714 Bl. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine gattungs- 55 
gemaBe ringformige Aufnahme (Gehause) dahingehend 
weiterzubilden, daB der Verlust an ProzeBfliissigkeit so ge- 
ring wie moglich gehalten wird. Gleichzeitig soli die Pro- 
zeBfliissigkeit in moglichst optimierter Reinheit zuriickge- 
wonnen werden. SchlieBlich sollen die verfahrenstechni- 60 
schen ProzeBbedingungen innerhalb der Gesamtvorrichtung 
(ProzeBkammer) in Hinblick auf die bei der Behandlung 
von Halbleitern notwendigen Reinbedingungen verbessert 
werden. 

Grundgedanke der Erfindung ist es, unabhangig von der 65 
radialen Aufnahme abgeschleuderter ProzeBfliissigkeit, im 
System befindliche ProzeBluft (ProzeBgas) getrennt abzu- 
saugen. 



Entgegen den bekannten Losungen soil die ProzeBfliissig- 
keit dabei nicht abgesaugt werden, sondern ausschlieBlich in 
eine zugehorige Auffangeinrichtung geschleudert werden. 
Allein dieses Merkmal reicht zur Losung der bestellten Auf- 
gabe jedoch nicht, da die abgeschleuderte ProzeBfliissigkeit 
beim Auftreffen auf eine Wandflache einen Spriihnebel er- 
zeugen kann, der die geschilderten Probleme noch verstar- 
ken wiirde. 

Wird die ProzeBluft dagegen getrennt von der Wegfiih- 
rung der ProzeBfliissigkeit, jedoch in unmittelbarer Nahe 
dazu abgesaugt, erfolgt eine exakte Trennung der fliissigen 
von der gasformigen Phase. Die fliissige Phase kann mehr 
oder weniger laminar aus dem System weggefiihrt, gegebe- 
nenfalls wieder aufgearbeitet und erneut verwendet werden. 

Die gleichzeitige Absaugung der ProzeBluft (des ProzeB- 
gases) verhindert unerwiinschte Sekundargasstrome. 

Durch die Trennung der Gasabsaugung und der Aufnah- 
meeinrichtung fiir die ProzeBfliissigkeit wird gleichzeitig 
verhindert, daB etwaig entstehende Spriihnebel in das Sy- 
stem oder in die Umgebungsluft zuriickgelangen. 

So weit bei der Ausbildung eines Spriihnebels vereinzelte 
Fliissigkeitstropfchen in das System (in die Nahe des zu be- 
handelnden Halbleiters) zuriickstromen sollten wird durch 
die von der Innenwand der ringformigen Aufnahme verlau- 
fende Absaugeinrichtung verhindert, daB diese Fliissigkeits- 
tropfchen sich unkontrolliert im Bereich des Halbleiters ver- 
teilen. Vielmehr werden sie iiber die nebengeschaltete Luft- 
absaugung sicher und zuverlassig weggefiihrt, bevor sie in 
den Bereich des Halbleiters (scheibenformigen Gegenstan- 
des) beziehungs weise in die Umgebungsatmosphare gelan- 
gen konnten. 

In ihrer allgemeinsten Ausfiihrungsform betrifft die Erfin- 
dung danach eine ringformige Aufnahme fiir eigen rotieren- 
den Trager zur Aufnahme eines scheibenformigen Gegen- 
standes, mit folgenden Merkmalen: 

- die Aufnahme weist mindestens einen ringformigen 
Kanal in radialer Verlangerung einer Auflagefl ache des 
Tragers fiir den Gegenstand auf, 

- benachbart mindestens eines ringformigen Kanals 
verlauft in der Aufnahme, ausgehend von deren Innen- 
wand, mindestens eine Absaugeinrichtung. 

So weit von mindestens einem ringformigen Kanal ge- 
sprochen wird ergibt sich daraus bereits, daB die Aufnahme 
auch fiir mehrstufige Prozesse genutzt werden kann, wie sie 
in der EP 0 444 714 Bl vorgestellt werden. 

Dazu wird der Trager (Chuck) in der jeweiligen Verfah- 
rensstufe vertikal in die gewunschte Position gefuhrt und 
der Halbleiter beispielsweise in einer ersten Position mit ei- 
ner Atzfliissigkeit behandelt und in einer zweiten Position 
mit deionisiertem Wasser gespiilt. 

Vertikal getrennt voneinander angeordnete ringformige 
Kanale ermoglichen es so, die Atzfliissigkeit und das deioni- 
sierte Wasser in getrennten Kanalen aufzufangen. 

Die Absaugeinrichtung kann aus einer Vielzahl, weitest- 
gehend gleichmaBig entlang der Innenwand der Aufnahme 
verteilten Absaugdiisen bestehen. 

Alternativ ist vorgesehen, daB die Absaugeinrichtung aus 
einem ringformigen Absaugkanal besteht, dessen geometri- 
sche Anordnung damit im wesentlichen der des ringformi- 
gen Kanals fiir die ProzeBfliissigkeit entspricht. 

Die Absaugeinrichtung soil getrennt, wenngleich in un- 
mittelbarer Nahe des ringformigen Kanals angeordnet wer- 
den. Dabei ist es moglich, sowohl die Absaugeinrichtung als 
auch den ringformigen Kanal in eine gemeinsame Offnung 
im Bereich der Innenwand der ringformigen Aufnahme 
miinden zu lassen. 
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Insbesondere bei der letztgenannten Ausfiihrungsform 
bietet es sich dann an, die Absaugeinrichtung, ausgehend 
von der Innenwand der Aufnahme, in Bezug auf die Aufla- 
geflache des Tragers ansteigend nach oben auszubilden. 

Auf diese Weise wird sichergestellt, daB etwaig zuriick- 5 
stromende Fliissigkeitspartikel sicher abgesaugt werden. 

Auch unterhalb des Halbleiters beziehungsweise seiner 
Aufnahmeflache kann eine (weitere) Absaugeinrichtung 
vorgesehen werden, die sich ebenfalls, ausgehend von der 
Innenwand der Aufnahme, radial nach auBen erstreckt. 10 

Umgekehrt zur Ausbildung der "oberen" Absaugeinrich- 
tung kann diese weitere (untere) Absaugeinrichtung, ausge- 
hend von der Innenwand der Aufnahme, in Bezug auf die 
Auflageflache des Tragers abfallend nach unten verlaufen. 
Es ergeben sich damit die gleichen Effekte fur die unterhalb 15 
des Halbleiters stromende Abluft. 

Die konkrete konstruktive Gestaltung der weiteren Ab- 
saugeinrichtung kann im iibrigen der der oberen Absaugein- 
richtung entsprechen. Die weitere Absaugeinrichtung kann 
entsprechend wiederum aus einer Vielzahl, weitestgehend 20 
gleichmaBig entlang der Innenwand der Aufnahme verteil- 
ten Absaugdiisen bestehen oder von einem ringformigen 
Absaugkanal gebildet werden. 

Bei der Ausbildung der Absaugeinrichtung mit mehreren 
Absaugdusen sind diese vorzugsweise rotationssymme- 25 
trisch in Bezug auf die Drehachse des Tragers fiir den Halb- 
leiter angeordnet. Auf diese Weise wird eine uber den Urn- 
fang des Halbleiters gleichmaBige Absaugung geschaffen. 

Insbesondere bei einer mehrstufigen Ausbildung der ring- 
formigen Aufnahme, wie vorstehend beschrieben, bietet es 30 
sich an, die Absaugeinrichtung und die weitere Absaugein- 
richtung an eine gemeinsame Unterdruckquelle anzuschlie- 
Ben. 

Im einfachsten Fall geschieht dies dadurch, daB die Ab- 
saugeinrichtungen in einen gemeinsamen Absaugkanal ein- 35 
miinden, der an die genannte Unterdruckquelle angeschlos- 
sen ist. Dieses Ausfiihrungsbeispiel wird in der beiliegenden 
Figurenbeschreibung noch naher erlautert. 

Zur Beruhigung der abgefiihrten ProzeBfliissigkeit sieht 
eine Weiterbildung der ringformigen Aufnahme vor, entlang 40 
des ringformigen Kanals eine siphonartige Ausgleichszone 
anzuordnen. Auch diese wird in der beiliegenden Figurenbe- 
schreibung dargestellt und erlautert. Zusatzlich kann in min- 
destens einer der Absaugeinrichtungen ein Tropfenabschei- 
der angeordnet werden. Dieser erfiillt dann seine Funktion, 45 
wenn vereinzelte Fliissigkeitstropfchen aus dem ringformi- 
gen Kanal in Richtung auf den Halbleiter zuriickstromen 
sollten, die dann von der Absaugeinrichtung weggefiihrt 
werden, bevor sie in den Innenraum der ringformigen Auf- 
nahme gelangen. 50 

Im iibrigen ist der ringformige Kanal an eine Ablauflei- 
tung angeschlossen. Diese kann - optional - iiber eine Wie- 
deraufarbeitungsstufe gefuhrt werden, urn die ProzeBfliis- 
sigkeit anschlieBend fiir weitere Behandlungen einsetzen zu 
konnen. 55 

Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den 
Merkmalen der Unteranspriiche sowie den sonstigen An- 
meldungsunterlagen. 

Die Erfindung wird nachstehend anhand verschiedener 
Ausfiihrungsbeispiele naher erlautert. 60 

Dabei zeigen - jeweils in schematisierter Darstellung - 

Fig. 1 einen Langsschnitt durch eine ringformige (topf- 
formige) einstufige Aufnahme, 

Fig. 2 einen Vertikalschnitt durch eine mehrstufige ring- 
formige (topfformige) Aufnahme. 65 

In den Figuren sind gleiche oder gleichwirkende Bauteile 
mit gleichen Bezugsziffern dargestellt. 

Fig. 1 zeigt eine ringformige (topfformige) Aufnahme 1 
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mit einer Innenwand li und einer AuBen wand la. 

Die Innenwand li begrenzt einen zylinderformigen In- 
nenraum 11, in dem ein Trager 2 auf einer drehbaren Welle 
2w angeordnet ist. 

Oberhalb seiner Auflageflache 2a ist ein scheibenformi- 
ger Halbleiter (Wafer) 3 auf bekannte Art und Weise ange- 
ordnet. 

Oberhalb des Wafers 3 befindet sich in Verlangerung der 
Welle 2w eine Diise 12, iiber die eine ProzeBfliissigkeit, hier 
eine Atzfliissigkeit, auf eine Oberflache 3o des Wafers auf- 
getragen wird. 

Durch die Rotationsbewegung des Tragers 2 (um die 
Welle 2w) wird die ProzeBfliissigkeit einerseits auf der 
Oberflache 3o des Wafers 3 gleichmaBig verteilt und ande- 
rerseits radial iiber eine auBere Kante 3k des Wafers 3 abge- 
schleudert. 

Die abgeschleuderte ProzeBfliissigkeit gelangt in einen, in 
Verlangerung der Auflageflache 2a des Tragers 2 bezie- 
hungsweise in Verlangerung des Wafers 3 angeordneten 
ringformigen Kanal 10, der entsprechend eine Offnung lOo 
im Bereich der Innenwand li der Aufnahme 1 besitzt und 
am gegeniiberliegenden Ende (AuBen wand la) der Auf- 
nahme 1 aus der Aufnahme 1 austritt. 

Die aufgenommene ProzeBfliissigkeit stromt entspre- 
chend iiber die Offnung lOo durch den ringformigen Kanal 
10 nach auBen, wobei eine siphonartige Ausgleichszone 10a 
im Ringkanal 10 fiir eine Beruhigung des Fliissigkeitsstro- 
mes sorgt. 

Von der Offnung lOo verlauft weiter eine Absaugeinrich- 
tung 6 in Form eines Ringkanals, und zwar oberhalb des 
ringformigen Kanals 10. 

Der der Offnung lOo ben achb arte Abschnitt der Absaug- 
einrichtung 6 ist nach oben in das Innere der Aufnahme 1 
hinein ansteigend ausgebildet. Es schlieBt sich ein etwa ho- 
rizontal verlaufender Abschnitt an, der nach einer 90 Grad- 
Kriimmung aus der Aufnahme 1 herausfiihrt. 

Wie die Figur zeigt ist die Absaugeinrichtung 6 an ihrem 
inneren Ende (im Bereich der Offnung lOo) mit Ab stand 
oberhalb des Wafers 3 angeordnet. 

Ebenfalls von der Offnung lOo verlauft eine weitere Ab- 
saugeinrichtung 8, und zwar ausgehend von einem der Auf- 
lageflache 2a des Tragers 2 benachbarten Zone. Auch diese 
weitere Absaugeinrichtung 8 besteht aus einem Ringkanal, 
der das Bezugszeichen 7 tragt und der schrag nach unten 
verlauft und im weiteren Verlauf unten aus der Aufnahme 1 
weggefuhrt ist. 

Die Funktion der beschriebenen Vorrichtung ist wie folgt: 
Die auf den Wafer 3 aufgegebene ProzeBfliissigkeit wird ra- 
dial in den ringformigen Kanal 10 geschleudert und iiber das 
austragsseitige Ende 9 weggefiihrt. Sie kann von dort, gege- 
benenfalls nach einer Wiederaufbereitung, zur Diise 12 zu- 
riickgefiihrt werden. 

Gleichzeitig wird iiber die Absaugeinrichtungen 6, 8 Pro- 
zeBluft (ProzeBgas) abgesaugt, und zwar sowohl oberhalb 
als auch unterhalb der durch den Wafer 3 definierten Ebene. 

Die Absaugeinrichtungen 6, 8 miinden in einen gemein- 
samen (nicht dargestellten) Absaugkanal, der an eine (eben- 
falls nicht dargestellte) Absaugeinrichtung angeschlossen 
ist. 

Das Ausfiihrungsbeispiel nach Fig. 2 unterscheidet sich 
vom Ausfiihrungsbeispiel nach Fig. 1 lediglich dadurch, daB 
die topfformige Aufnahme 1 mehrstufig ausgebildet ist, und 
zwar hier im konkreten Fall vierfach. 

Mit anderen Worten: Die anhand von Fig. 1 beschriebene 
konstruktive Gestaltung der ringformigen Aufnahme 1 ist 
beim Ausfiihrungsbeispiel nach Fig. 2 viermal iibereinander 
vorgesehen. 

Fig. 2 zeigt, daB die Absaugeinrichtungen 6, 8 in einen 
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gemeinsamen Absaugkanal 68 einmiinden, der an eine 
(nicht dargestellte) Absaugeinrichtung (Pfeil P) angeschlos- 
sen ist. 

Die drei oberen ringformigen Kanale 10 miinden auBen- 
seitig in korrespondierende Rohrleitungen 13, 14, 15 ein, die 5 
eine Wiederaufbereitungsstufe 16 durchlaufen und anschlie- 
Bend zur Diise 12 zuriickgefiihrt werden. 

Durch Hohenverstellung des Tragers 2 kann der Wafer 3 
in die gewiinschte Position (hier dargestellt: die oberste Po- 
sition) gefiihrt und dort mit einer ProzeBfliissigkeit, bei- 10 
spiels weise einer Atzflussigkeit, behandelt werden. 

Durch Absenken des Tragers 2 (Pfeil A) laBt sich der Wa- 
fer in eine benachbarte Stufe iiberfiihren, wo die Waferober- 
flache bei spiels weise mit deionisiertem Wasser gespiilt 
wird. 15 

Der ringformige Kanal 10 der obersten Stufe dient ent- 
sprechend der Aufnahme der Atzflussigkeit, der ringformige 
Kanal 10 der zweiten Stufe der Aufnahme des abgeschleu- 
derten deionisierten Wassers. 

Die weiteren Stufen lassen sich entsprechend der ge- 20 
wiinschten Behandlung des Wafers einstellen. 

Patentanspruche 

1. Ringformige Aufnahme fur einen rotierenden Tra- 25 
ger (2) zur Aufnahme eines scheibenformigen Gegen- 
standes (3) mit folgenden Merkmalen: 

1.1 die Aufnahme (1) weist mindestens einen 
ringformigen Kanal (10) in radialer Verlangerung 
einer Auflageflache (2a) des Trages (2) fiir den 30 
Gegenstand (3) auf, 

1.2 benachbart mindestens eines ringformigen 
Kanals (10) verlauft in der Aufnahme (1), ausge- 
hend von deren Innenwand (li), mindestens eine 
Absaugeinrichtung (6, 8). 35 

2. Aufnahme nach Anspruch 1, bei der die Absaugein- 
richtung (6) oberhalb des ringformigen Kanals (10) 
verlauft. 

3. Aufnahme nach Anspruch 1, bei der die Absaugein- 
richtung (6, 8) aus einer Vielzahl, weitestgehend 40 
gleichmaBig entlang der Innenwand (li) der Aufnahme 
(1) verteilten Absaugdiisen besteht. 

4. Aufnahme nach Anspruch 1, bei der die Absaugein- 
richtung (6, 8) aus einem ringformigen Absaugkanal 
besteht. 45 

5. Aufnahme nach Anspruch 2, bei der die Absaugein- 
richtung (6) ausgehend von der Innenwand (li) der 
Aufnahme (1), in Bezug auf die Auflageflache (2a) des 
Tragers (2) ansteigend nach oben verlauft. 

6. Aufnahme nach Anspruch 1 mit einer unterhalb des 50 
ringformigen Kanals (10) in der Aufnahme (1) verlau- 
fenden weiteren Absaugeinrichtung (8), die sich, aus- 
gehend von der Innenwand (li) der Aufnahme (1) ra- 
dial nach auBen erstreckt. 

7. Aufnahme nach Anspruch 6, bei der die weitere Ab- 55 
saugeinrichtung (8), ausgehend von der Innenwand (li) 
der Aufnahme (1), in Bezug auf die Auflageflache (2a) 
des Tragers (2) abfallend verlauft. 

8. Aufnahme nach Anspruch 1, bei der mehrere Ab- 
saugeinrichtungen (6, 8) an eine gemeinsame Unter- 60 
druckquelle angeschlossen sind. 

9. Aufnahme nach Anspruch 1, bei der entlang des 
ringformigen Kanals (10) eine siphonartige Aus- 
gleichszone (10a) angeordnet ist. 

10. Aufnahme nach Anspruch 1, bei der entlang min- 65 
destens einer der Absaugeinrichtungen (6, 8) ein Trop- 
fenabscheider angeordnet ist. 

1 1 . Aufnahme nach Anspruch 1 mit einer, an den ring- 



formigen Kanal (10) angeschlossenen Ablaufleitung 
(13, 14, 15), die wahlweise zu einer Bedusungseinrich- 
tung (12) oberhalb des scheibenformigen Gegenstan- 
des (3) zuriickgefiihrt ist. 
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of a deposition face (2a) of the carrier (2) for 
the wafer (3). Adjacent to the duct(s) extends in 
the housing at least one suction device (6,8), 
starting at the housing inner wall (10) . The 
suction device is located above the annular duct 
and consists of several suction nozzles uniformly 
distributed along the housing inner wall. 
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